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Silicon-oxide-nitride-oxide-silicon구조를 가진 

전하포획 플래시 메모리 소자의 Slicon-on-insulator 

기판의 절연층 깊이에 따른 전기적 특성
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  부유 게이트 Floating gate (FG) 플래시 메모리 소자의 단점을 개선하기 위해 전하 포획 층에 

전하를 저장하는 전하 포획 플래시 메모리 Charge trap flash (CTF)소자에 대한 연구가 활발히 

진행되고 있다. CTF소자는 FG플래시 메모리 소자에 비해 비례축소가 용이하고 긴 retention 
time을 가지며, 낮은 구동 전압을 사용하는 장점을 가지고 있다. CTF 소자에서 비례축소에 따

라 단채널 효과와 펀치-쓰루 현상이 증가하는 문제점이 있다.본 연구에서는 CTF 단채널 효과

와 펀치-쓰루 현상을 감소시키기 위한 방법으로 silicon-on-insulator (SOI) 기판을 사용하 으며 

SOI기판에서 절연층의 깊이에 따른 전기적 특성을 고찰하 다. silicon-oxide-nitride-oxide-silicon 
(SONOS) 구조를 가진 CTF 메모리 소자를 사용하여 절연층의 깊이 변화에 따른 subthreshold 
swing특성, 쓰기-지우기 동작 특성을 TCAD 시뮬레이션 툴인 Sentaurus를 사용하여 조사하 다. 
소스와 드레인의 junction depth는 20 nm 사용하 고, 절연층의 깊이는 5 nm∼25 nm까지 변화

하면서 절연층의 깊이가 20 nm이하인 fully depletion 소자에 비해, 절연층의 깊이가 25 nm인 

소자는 partially depletion으로 인해서 드레인 전류 레벨이 낮아지고 subthreshold swing값이 증가

하는 현상이 나타났다. 절연층의 깊이가 너무 얕을 경우, 채널 형성의 어려움으로 인해 

subthreshold swing과 드레인 전류 레벨의 전기적성질이 SOI기판을 사용하지 않았을 경우보다 

떨어지는 경향을 보 다. 절연층의 깊이가 17.5 nm인 경우, CTF소자의 subthreshold swing과 드

레인 전류 레벨이 가장 좋은 특성을 보 다.
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